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(57)【要約】
【課題】消耗待機電力を減少させ、チップの大きさを最
小化するように設計し、チップの過負荷又は過電圧に一
層早く反応するようにし、安定的で確かに中止させるよ
うに設計し、低電圧出力でも超低電圧降下特性を有する
超低電圧降下型電圧レギュレーターを提供する。
【解決手段】チップ駆動部と、低電圧基準電圧発生部と
、パスエレメントと、フィードバック抵抗と、ゲートド
ライブ端と、過熱防止回路と、過電流制限器と、過熱防
止制御ロジックとを含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低電圧変換の電圧レギュレーターにおいて、 
　チップの内部回路を駆動するために供給するバイアス電圧を制御するチップ駆動部と；
　前記チップ駆動部によって制御され、電圧及び電流を一定範囲内に設定するか発生させ
るための低電圧基準電圧発生部と；
　変換すべき電源を受け、安定電圧のみを通過させて出力させるパスエレメントと；
　前記パスエレメントによる出力電圧を分配してエラー増幅端にフィードバックするため
のフィードバック抵抗と；
　前記チップ駆動部によって制御され、前記低電圧基準電圧発生部から出力される基準電
圧と前記フィードバック抵抗によってフィードバックされる出力電圧を比較し、出力信号
において誤差発生部分を差動増幅して出力を平滑させるエラー増幅端と；
　前記チップ駆動部によって制御され、過熱防止制御ロジックの制御信号によって前記エ
ラー増幅端の出力信号と前記出力電圧を比較して前記パスエレメントを制御する信号を出
力するゲートドライブ端と；
　前記チップ駆動部によって制御され、チップの過負荷又は過熱を感知して出力電圧をス
イッチング制御する信号を出力する過熱防止回路と；
　前記チップ駆動部によって制御され、入力電源を受け、ロジックインタフェースを介し
て制限電流を出力するように制御する過電流制限器と；
　前記チップ駆動部によって制御され、前記過熱防止回路の出力信号と前記過電流制限器
の出力信号を受けて前記ゲートドライブ端の出力信号を制御する過熱防止制御ロジックと
；を含んでなることを特徴とする、超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項２】
　前記チップ駆動部は、チップの内部回路の駆動のためのバイアス電圧を供給制御する電
源供給端と前記過熱防止制御ロジックに過負荷制御信号を供給するディセーブル端とを含
んでなることを特徴とする、請求項１に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項３】
　前記低電圧基準電圧発生部は、
　前記チップ駆動部でバイアス電圧を受け、電流ミラーによってバイアス電圧を供給する
バイアス部と；
　前記バイアス部と電流ミラーで連結されてバイアスされ、バイポーラートランジスタの
ベース－エミッター間の電圧に比例する第１電流を生成する第１電流生成部と；
　前記第１電流生成部から出力される出力電圧信号を受けて増幅して出力する第１ＰＭＯ
Ｓ増幅部と；
　前記バイアス部と電流ミラーで連結されてバイアスされ、熱電圧に比例する第２電流を
生成する第２電流生成部と；
　前記第２電流生成部から出力される出力電圧信号を受けて増幅して出力する第２ＰＭＯ
Ｓ増幅部と；
　前記バイアス部と電流ミラーで連結されてバイアスされ、前記第１及び第２ＰＭＯＳ増
幅部で増幅した信号をそれぞれ受け、温度及び電源電圧の変化に対して一定した基準電圧
を出力する差動増幅部と；を含んでなることを特徴とする、請求項１に記載の超低電圧降
下型電圧レギュレーター。
【請求項４】
　前記第１ＰＭＯＳ増幅部は、前記第１電流生成部の出力信号をゲートに受けて増幅した
信号をドレイン端に出力する第１ＰＭＯＳトランジスタと、前記第１ＰＭＯＳトランジス
タのドレイン端に連結され、ゲートを接地して構成した能動負荷とを含んでなることを特
徴とする、請求項３に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項５】
　前記第２ＰＭＯＳ増幅部は、前記第２電流生成部の出力信号をゲートに受けて増幅した
信号をドレイン端に出力する第２ＰＭＯＳトランジスタと、前記第２ＰＭＯＳトランジス
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タのドレイン端に連結され、ゲートを接地して構成した能動負荷とを含んでなることを特
徴とする、請求項３に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項６】
　前記差動増幅部は、
　前記第１及び第２ＰＭＯＳ増幅部の出力信号をそれぞれ受ける第１及び第２ＮＭＯＳト
ランジスタで構成される差動増幅入力端と、
　前記差動増幅入力端のソース端に連結して構成され、前記バイアス部からバイアス電圧
を受けて静電流を発生するＮＭＯＳトランジスタで構成される電流ソースと、
　前記差動増幅入力端の第２ＮＭＯＳトランジスタのドレイン端に連結して構成され、前
記バイアス部と電流ミラーで連結されてバイアスされる能動負荷と、
　前記差動増幅入力端の第１ＮＭＯＳトランジスタのドレイン端に連結され、前記バイア
ス部から電流ミラーによってバイアスされて基準電圧を出力する出力端とを含んでなるこ
とを特徴とする、請求項３に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項７】
　前記能動負荷は、二つのＰＭＯＳトランジスタをカスコードで連結して構成されること
を特徴とする、請求項７に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項８】
　前記フィードバック抵抗は、トリミングができるように構成されることを特徴とする、
請求項１に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項９】
　前記フィードバック抵抗は、複数の一定パターンに配列された金属配線と、前記金属配
線を相互に連結して活性化するようにした導電性金属配線パターンとを備えて、トリミン
グが不要であるように構成されるトリミングフリーフィードバック抵抗で構成されること
を特徴とする、請求項１に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項１０】
　前記金属配線は、出力電圧範囲に対するすべての抵抗値を有するように配線して形成さ
れることを特徴とする、請求項９に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項１１】
　前記金属配線パターンは、必要な出力電圧によって前記金属配線の一定部分を選択して
相互に連結するように、一定部分に形成されたコンタクトを含んでなることを特徴とする
、請求項９に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項１２】
　前記過熱防止回路は、
　前記チップ駆動部からバイアス電圧を受けて一定電流を生成する電流生成部と；
　前記電流生成部と連結されて一定電流を受け、温度変化を感知して、特定温度以上で動
作する過熱感知部と；
　前記電流生成部と連結されて構成された第１電流ミラーによって生成された出力電流と
前記バイアス回路から入力される駆動電圧によって決定される過熱防止信号を出力する出
力部と；を含んでなることを特徴とする、請求項１に記載の超低電圧降下型電圧レギュレ
ーター。
【請求項１３】
　前記過熱防止回路は、
　前記チップ駆動部からバイアス電圧を受けて一定電流を生成する電流生成部と；
　前記電流生成部と連結されて一定電流を受け、温度変化を感知して特定温度以上で動作
する過熱感知部と；
　前記電流生成部と連結されて構成された第１電流ミラーによって生成された出力電流と
前記バイアス回路から入力される駆動電圧によって決定される過熱防止信号を出力する出
力部と；
　前記出力部の過熱防止信号を受け、前記過熱感知部に動作を制御するトリガーバイアス
信号をフィードバックするとともに出力制御信号として出力するトリガー信号発生部と；
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　前記電流生成部と連結されて構成された第２電流ミラーによって出力電流を生成し、前
記トリガー信号発生部からフィードバックされるトリガーバイアス信号を受け、前記出力
電流を制御して増幅させる電流増幅部と；を含んでなることを特徴とする、請求項１に記
載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項１４】
　前記過熱感知部は、
　前記電流生成部で生成した一定電流によって特定電圧が固定されるようにするバイアス
抵抗と；
　前記バイアス抵抗の両端子とベース及びエミッター端子をそれぞれ連結することにより
、温度変化によって変わる駆動電圧を前記バイアス抵抗の両端電圧と同一に固定する過熱
感知トランジスタと；を含んでなることを特徴とする、請求項１２又は１３に記載の超低
電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項１５】
　前記トリガー信号発生部は、シュミットトリガー回路でなることを特徴とする、請求項
１３に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【請求項１６】
　前記トリガー信号発生部は、ＰＭＯＳトランジスタ及びＮＭＯＳトランジスタで構成さ
れるインバーターでなることを特徴とする、請求項１３に記載の超低電圧降下型電圧レギ
ュレーター。
【請求項１７】
　前記トリガー信号発生部は、出力制御信号を決定する出力制御用インバーターをさらに
含んでなることを特徴とする、請求項１３に記載の超低電圧降下型電圧レギュレーター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電圧レギュレーターに係り、より詳しくは内部回路の動作電源を別に供給し、
チップ動作のために動作電源を制御することにより、消耗待機電力を減少させるとともに
、チップの大きさを最小化するように設計し、チップの過負荷又は過電圧に一層早く反応
するようにし、安定的で確実に中止させるように設計し、低電圧出力でも超低電圧降下特
性（Ｕｌｔｒａ Ｌｏｗ Ｄｒｏｐｏｕｔ、以下、‘ＵＬＤＯ’と言う）を有する超低電圧
降下型電圧レギュレーターに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、各種電子機器の動作電圧が持続的に次第に低くなっている。その一例として、近
年、０．９～１．０Ｖで動作するＭＣＵ及びＭａｉｎ Ｃｈｉｐ製品の登場を挙げること
ができる。
【０００３】
　このような電子機器の動作電圧が低電圧化していくに従い、これを駆動するための電圧
レギュレーターの出力電圧も持続的に減少しなければならない。すなわち、前記ＭＣＵ及
びＭａｉｎ Ｃｈｉｐを駆動するために供給しなければならない電源電圧が低電圧化して
いくに従い、安定しながらも低いレギュレーターの出力電圧が必要である。
【０００４】
　図１は従来の低電圧出力電圧レギュレーターのブロック図、図２は従来の低電圧出力電
圧レギュレーターにおいて超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ）を示す図である。
【０００５】
　図１に示すように、従来の低電圧出力電圧レギュレーター１は、チップ駆動部１０、基
準電圧発生部２０、エラー増幅端３０、過負荷保護部４０、ゲートドライブ端５０、パス
エレメント６０、及び電圧分配回路７０で構成される。
【０００６】
　前記チップ駆動部１０は、個々の機能ブロックに直接電源を供給するように動作信号を
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出力する。
【０００７】
　前記基準電圧発生部２０は、初期電圧信号を受けて連携回路部に分配して、電圧及び電
流を出力範囲内の基準電圧に設定するものであって、入力電圧をトランジスタとトリミン
グフィードバック抵抗で構成された電圧分配回路７０で分配して出力する分配電圧と比較
する基準電圧を発生する。
【０００８】
　前記エラー増幅端３０は、前記基準電圧発生部２０の出力基準電圧と電圧分配回路７０
で分配された分配電圧を比較して、出力信号において誤差発生部分を増幅させる。
【０００９】
　前記過負荷保護部４０は、多数のトランジスタ、ダイオード、抵抗を含み、前記基準電
圧発生部２０で発生した信号を出力電圧と比較し、普段には動作しないが、過負荷又は一
定温度以上で動作して出力電圧を落とすためのサーマルダウン端４１と、前記サーマルダ
ウン端４１の信号を安定化させて出力インターフェースに伝送するスイッチング制御端４
３と、過電流保護端４２とから構成されている。
【００１０】
　前記パスエレメント６０は選択したインターフェースに安定電圧のみを通過させるもの
であって、前記ゲートドライブ端５０によって安定化されて一定レベルに合わせられる。
【００１１】
　しかし、このような従来の低電圧出力電圧レギュレーターは、前記チップ駆動部１０で
個々の機能ブロックに電源を供給するようになっているため、チップの駆動が停止されて
いるディセーブル（Ｄｉｓａｂｌｅ）状態では、単にチップのロジックオフ（Ｌｏｇｉｃ
 Ｏｆｆ）によって遮断されるので、待機電力が継続して消耗される問題点がある。
【００１２】
　また、従来の低電圧出力電圧レギュレーターの前記基準電圧発生部２０は、低電圧の基
準電圧を出力するに当たり、内部のフィードバックされる電圧が非常に低いから、差動増
幅器入力端のトランジスタが低スレショルド電圧（Ｖｔ）を有するように、低電圧ＭＯＳ
トランジスタ（Ｌｏｗ Ｖｔ ＭＯＳＦＥＴ）のための別途の工程を追加するか、０．１８
μｍ以下のｄｅｅｐ ｓｕｂ－ｍｉｃｒｏｎの製造工程が必要な問題点がある。
【００１３】
　また、従来の低電圧出力電圧レギュレーターの前記電圧分配回路７０はトリミングパッ
ドで構成される抵抗構造であるので、チップの大きさが増大して製造費用が高くかかる問
題点がある。
【００１４】
　また、従来の低電圧出力電圧レギュレーターの前記過負荷保護部４０のサーマルダウン
端４１は、電源集積回路である電圧レギュレーターのチップが破壊されるか正常動作しに
くいチップ温度に到逹すれば、チップの動作を迅速に中止させるとともに、確かで安定的
に中止させる必要があり、さらに温度が低下すれば、正常動作を開始する必要がある。
【００１５】
　一方、図２に示すように、従来の低電圧出力電圧レギュレーターは、超低電圧降下特性
（ＵＬＤＯ）と無関係に回路が正常動作するための最小入力電圧（ＶＩＮ、ＭＩＮ）以上
になって始めて、超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ）が動作し始める。すなわち、出力電圧（
ＶＯＵＴＰＵＴ）が最小入力電圧（ＶＩＮ、ＭＩＮ）と超低電圧降下（ＶＤＲＯＰＯＵＴ

）の差より大きい場合、正常の超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ）を有することになる。
【００１６】
　しかし、最近に低電圧化して行くＭＣＵ及びＭａｉｎ Ｃｈｉｐの電源電圧のために低
出力電圧が必要な場合に、すなわち最小入力電圧（ＶＩＮ、ＭＩＮ）より低い低電圧入力
に対して低電圧出力（ＶＯ１、ＶＯ２）に変換しようとする場合は、超低電圧降下（ＶＤ

ＲＯＰＯＵＴ）より大きい電圧降下が発生する問題点がある。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　したがって、本発明は前記のような問題点を解決するためになされたもので、回路に必
要な電源と変換して伝達しようとする入力電圧を別に供給制御することにより、待機電力
の消耗を最小化する超低電圧降下型電圧レギュレーターを提供することにその目的がある
。
【００１８】
　また、本発明は、基準電圧発生部に使用される差動増幅器の入力端トランジスタを、低
フィードバック電圧のために、別途の追加工程で低電圧動作ＭＯＳトランジスタによって
具現するか、あるいはｄｅｅｐ ｓｕｂ－ｍｉｃｒｏｎの製造工程を使用する必要なく、
低電圧の出力電圧を有する基準電圧発生部を具現することにより、製造費用を減らす超低
電圧降下型電圧レギュレーターを提供することにその他の目的がある。
【００１９】
　また、本発明は、トリミングパッドで構成される抵抗構造である電圧分配回路をトリミ
ングパッドなく具現できるようにすることにより、電圧レギュレーターのチップ大きさを
マイクロ化し、製造費用を減らす超低電圧降下型電圧レギュレーターを提供することにそ
のさらに他の目的がある。
【００２０】
　また、本発明は、レギュレーターのチップ過熱温度を感知してより早く反応するように
過熱感知回路を構成し、システムの動作中止において反応動作の堅実性と安全性を確保す
るとともに費用を節減するように回路を簡単に構成した過熱防止回路を備えた超低電圧降
下型電圧レギュレーターを提供することにさらに他の目的がある。
【００２１】
　また、本発明は、回路が正常動作するための最小入力電圧（ＶＩＮ、ＭＩＮ）より低い
低電圧入力に対しても低電圧出力がなされるように超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ）を有す
る超低電圧降下型電圧レギュレーターを提供することにそのさらに他の目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　このような目的を達成するために、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターは
、低電圧変換の電圧レギュレーターにおいて、チップの内部回路を駆動するために供給す
るバイアス電圧を制御するチップ駆動部と；前記チップ駆動部によって制御され、電圧及
び電流を一定範囲内に設定するか発生させるための低電圧基準電圧発生部と；変換すべき
電源を受け、安定電圧のみを通過させて出力させるパスエレメントと；前記パスエレメン
トによる出力電圧を分配してエラー増幅端にフィードバックするためのフィードバック抵
抗と；前記チップ駆動部によって制御され、前記低電圧基準電圧発生部から出力される基
準電圧と前記フィードバック抵抗によってフィードバックされる出力電圧を比較し、出力
信号において誤差発生部分を差動増幅して出力を平滑させるエラー増幅端と；前記チップ
駆動部によって制御され、過熱防止制御ロジックの制御信号によって前記エラー増幅端の
出力信号と前記出力電圧を比較して前記パスエレメントを制御する信号を出力するゲート
ドライブ端と；前記チップ駆動部によって制御され、チップの過負荷又は過熱を感知して
出力電圧をスイッチング制御する信号を出力する過熱防止回路と；前記チップ駆動部によ
って制御され、入力電源を受け、ロジックインタフェースを介して制限電流を出力するよ
うに制御する過電流制限器と；前記チップ駆動部によって制御され、前記過熱防止回路の
出力信号と前記過電流制限器の出力信号を受けて前記ゲートドライブ端の出力信号を制御
する過熱防止制御ロジックと；を含んでなる。
【００２３】
　本発明において、前記チップ駆動部は、チップの内部回路の駆動のためのバイアス電圧
を供給制御する電源供給端と前記過熱防止制御ロジックに過負荷制御信号を供給するディ
セーブル端とを含んでなることができる。
【００２４】
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　本発明において、前記低電圧基準電圧発生部は、前記チップ駆動部でバイアス電圧を受
け、電流ミラーによってバイアス電圧を供給するバイアス部と；前記バイアス部と電流ミ
ラーで連結されてバイアスされ、バイポーラートランジスタのベース－エミッター間の電
圧に比例する第１電流を生成する第１電流生成部と；前記第１電流生成部から出力される
出力電圧信号を受けて増幅して出力する第１ＰＭＯＳ増幅部と；前記バイアス部と電流ミ
ラーで連結されてバイアスされ、熱電圧に比例する第２電流を生成する第２電流生成部と
；前記第２電流生成部から出力される出力電圧信号を受けて増幅して出力する第２ＰＭＯ
Ｓ増幅部と；前記バイアス部と電流ミラーで連結されてバイアスされ、前記第１及び第２
ＰＭＯＳ増幅部で増幅した信号をそれぞれ受け、温度及び電源電圧の変化に対して一定し
た基準電圧を出力する差動増幅部と；を含んでなることができる。
【００２５】
　前記第１ＰＭＯＳ増幅部は、前記第１電流生成部の出力信号をゲートに受けて増幅した
信号をドレイン端に出力する第１ＰＭＯＳトランジスタと、前記第１ＰＭＯＳトランジス
タのドレイン端に連結され、ゲートを接地して構成した能動負荷とを含んでなることがで
きる。
【００２６】
　前記第２ＰＭＯＳ増幅部は、前記第２電流生成部の出力信号をゲートに受けて増幅した
信号をドレイン端に出力する第２ＰＭＯＳトランジスタと、前記第２ＰＭＯＳトランジス
タのドレイン端に連結され、ゲートを接地して構成した能動負荷とを含んでなることがで
きる。
【００２７】
　前記差動増幅部は、前記第１及び第２ＰＭＯＳ増幅部の出力信号をそれぞれ受ける第１
及び第２ＮＭＯＳトランジスタで構成される差動増幅入力端と、前記差動増幅入力端のソ
ース端に連結して構成され、前記バイアス部からバイアス電圧を受けて静電流を発生する
ＮＭＯＳトランジスタで構成される電流ソースと、前記差動増幅入力端の第２ＮＭＯＳト
ランジスタのドレイン端に連結して構成され、前記バイアス部と電流ミラーで連結されて
バイアスされる能動負荷と、前記差動増幅入力端の第１ＮＭＯＳトランジスタのドレイン
端に連結され、前記バイアス部から電流ミラーによってバイアスされて基準電圧を出力す
る出力端とを含んでなることができる。
【００２８】
　前記能動負荷は、二つのＰＭＯＳトランジスタをカスコードで連結して構成できる。
【００２９】
　前記フィードバック抵抗は、トリミングができるように構成できる。
【００３０】
　前記フィードバック抵抗は、複数の一定パターンに配列された金属配線と、前記金属配
線を相互に連結して活性化するようにした導電性金属配線パターンとを備えて、トリミン
グが不要であるように構成されるトリミングフリーフィードバック抵抗で構成できる。
【００３１】
　前記金属配線は、出力電圧範囲に対するすべての抵抗値を有するように配線して形成で
きる。
【００３２】
　前記金属配線パターンは、必要な出力電圧によって前記金属配線の一定部分を選択して
相互に連結するように、一定部分に形成されたコンタクトを含んでなることができる。
【００３３】
　本発明において、前記過熱防止回路は、前記チップ駆動部からバイアス電圧を受けて一
定電流を生成する電流生成部と；前記電流生成部と連結されて一定電流を受け、温度変化
を感知して、特定温度以上で動作する過熱感知部と；前記電流生成部と連結されて構成さ
れた第１電流ミラーによって生成された出力電流と前記バイアス回路から入力される駆動
電圧によって決定される過熱防止信号を出力する出力部と；を含んでなることができる。
【００３４】
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　本発明において、前記過熱防止回路は、前記チップ駆動部からバイアス電圧を受けて一
定電流を生成する電流生成部と；前記電流生成部と連結されて一定電流を受け、温度変化
を感知して特定温度以上で動作する過熱感知部と；前記電流生成部と連結されて構成され
た第１電流ミラーによって生成された出力電流と前記バイアス回路から入力される駆動電
圧によって決定される過熱防止信号を出力する出力部と；前記出力部の過熱防止信号を受
け、前記過熱感知部に動作を制御するトリガーバイアス信号をフィードバックするととも
に出力制御信号として出力するトリガー信号発生部と；前記電流生成部と連結されて構成
された第２電流ミラーによって出力電流を生成し、前記トリガー信号発生部からフィード
バックされるトリガーバイアス信号を受け、前記出力電流を制御して増幅させる電流増幅
部と；を含んでなることができる。
【００３５】
　前記過熱感知部は、前記電流生成部で生成した一定電流によって特定電圧が固定される
ようにするバイアス抵抗と；前記バイアス抵抗の両端子とベース及びエミッター端子をそ
れぞれ連結することにより、温度変化によって変わる駆動電圧を前記バイアス抵抗の両端
電圧と同一に固定する過熱感知トランジスタと；を含んでなることができる。
【００３６】
　前記トリガー信号発生部は、シュミットトリガー回路でなることができる。
【００３７】
　前記トリガー信号発生部は、ＰＭＯＳトランジスタ及びＮＭＯＳトランジスタで構成さ
れるインバーターでなることができる。
【００３８】
　前記トリガー信号発生部は、出力制御信号を決定する出力制御用インバーターをさらに
含んでなることができる。
【発明の効果】
【００３９】
　前記のように構成された本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターは、内部回路
に必要な駆動電源と変換すべき入力電源を分離して入力し、動作することにより、チップ
のディセーブル（Ｄｉｓａｂｌｅ）の際に待機電力の消耗を最小化する効果がある。
【００４０】
　また、本発明は、基準電圧発生部に使用される差動増幅器の入力端トランジスタを、低
フィードバック電圧のために、別途の追加工程で低電圧動作ＭＯＳトランジスタによって
具現するか、あるいはｄｅｅｐ ｓｕｂ－ｍｉｃｒｏｎの製造工程を使用する必要なしに
、低電圧の出力電圧を有する基準電圧発生部を具現することにより、製造費用を減らすこ
とができる効果がある。
【００４１】
　また、本発明は、トリミングパッドで構成される抵抗構造である電圧分配回路をトリミ
ングパッドなしで具現することができるようにすることにより、電圧レギュレーターのチ
ップ大きさを減らして製造費用を減らす効果がある。
【００４２】
　また、本発明は、レギュレーターのチップ過熱温度を感知するように簡単に構成した過
熱感知回路を構成することにより、過負荷又は過熱の際にシステムの動作を中止させるに
当たり、一層早い反応動作の堅実性と安全性を確保するとともに費用を節減する効果があ
る。
【００４３】
　また、本発明は、回路が正常に動作するための最小入力電圧（ＶＩＮ、ＭＩＮ）より低
い低電圧入力に対しても低電圧出力がなされるように超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ）を有
する効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の好ましい実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。
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【００４５】
　図３は本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターの概略的な構成ブロック図であ
る。
【００４６】
　図示のように、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーター１００は、チップ駆動
部１１０、過熱防止回路２００、過熱防止制御ロジック１２０、過電流制限器１３０、低
電圧基準電圧発生部３００、フィードバック抵抗４００、エラー増幅端１５０、ゲートド
ライブ端１６０、及びパスエレメント１７０で構成される。
【００４７】
　前記チップ駆動部１１０、過熱防止回路２００、低電圧基準電圧発生部３００、及びフ
ィードバック抵抗４００を以下に図面に基づいて詳細に説明する。
【００４８】
　前記過電流制限器１３０は、前記チップ駆動部１１０によって制御され、変換すべき入
力電源（Ｖｉｎ）を受け、通常の回路構成でなるロジックインタフェースを介して、制限
電流を出力するように制御する。
【００４９】
　前記過熱防止制御ロジック１２０は、前記チップ駆動部１１０によって制御され、前記
過熱防止回路２００の出力信号と前記過電流制限器１３０の出力信号を受けて出力電圧を
制御するゲートドライブ端１６０に信号を出力する。
【００５０】
　前記エラー増幅端１５０は、前記チップ駆動部１１０によって制御され、前記低電圧基
準電圧発生部３００の出力基準電圧（Ｖｒｅｆ）と前記フィードバック抵抗４００によっ
て出力電圧をフィードバックして比較し、各出力信号において誤差発生部分を差動増幅し
て出力を平滑させる。
【００５１】
　前記ゲートドライブ端１６０は、前記チップ駆動部１１０によって制御され、前記過熱
防止制御ロジック１２０の制御信号によって制御され、前記エラー増幅端１５０の出力信
号を受けて前記入力電圧（Ｖｉｎ）の出力を制御する。
【００５２】
　前記パスエレメント１７０は、変換すべき電源（Ｖｉｎ）を受け、前記ゲートドライブ
端の出力信号によって安定電圧のみを通過させるように制御されて電圧を出力（Ｖｏｕｔ

）する。
【００５３】
　図４は本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるチップ駆動及び電
源供給を行うチップ駆動部の一実施例を示す回路図である。
【００５４】
　図示のように、前記チップ駆動部１１０は、チップの内部回路の駆動のためのバイアス
電圧（Ｖｂｉａｓ）を供給制御する電源供給端（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）と前記過熱防止制御
ロジック１２０に過負荷制御信号を供給するディセーブル端（ＶＤＩＳ）を含んで構成す
る。
【００５５】
　詳述すれば、前記電源供給端（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）は、バイアス電圧（Ｖｂｉａｓ）を
受け、パストランジスタの役目をするＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ２８）によって各内部回
路を動作させるための電源に通過させるようにする。
【００５６】
　すなわち、前記チップ駆動部１１０は、入力されるチップイネーブル（Ｅｎａｂｌｅ）
信号（ＶＥＮ）に応じて、同一信号である内部回路を駆動させるイネーブル信号（ＶＥＮ

＿ＢＵＦＦ）によってバイアス電圧（Ｖｂｉａｓ）を供給する。すなわち、バッファリン
グされた信号でありながら駆動電圧（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）が出力される。
【００５７】
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　しかし、前記チップ駆動部１１０に入力されるチップディセーブル（Ｄｉｓａｂｌｅ）
信号に応じては、前記パストランジスタの役目をするＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ２８）に
よって、内部回路動作のための電源自体をオフさせる。すなわち、前記チップ駆動部１１
０は、入力されるチップディセーブル（Ｄｉｓａｂｌｅ）信号に応じて、同一信号である
内部回路の駆動を停止させるディセーブル信号（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）によって、駆動電圧
であるバイアス電圧（Ｖｂｉａｓ）を遮断する。
【００５８】
　以上の状態は、例えば一定時間の後、携帯電話の液晶がオフされるときとか、ＬＣＤモ
ニターが画面だけオフされた状態とか、あるいはＭＰ３の場合、再生動作はするが液晶だ
けオフされるような待機状況で各システムの待機電力を非常に低く減らすように構成した
ものであって、数～数十ｍＡの電流が流れる単純な論理的オフ（Ｌｏｇｉｃ Ｏｆｆ）で
はなく、回路全体にｎＡの電流のみ流れるようにする電源自体を遮断するように構成した
ものである。
【００５９】
　また、前記ディセーブル端（ＶＤＩＳ）は、前記電源供給端（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）と反
対の出力信号を有することになる。
【００６０】
　すなわち、前記チップ駆動部１１０は、入力されるチップイネーブル（Ｅｎａｂｌｅ）
信号又はチップディセーブル（Ｄｉｓａｂｌｅ）信号に応じて、それぞれ前記電源供給端
（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）と反対の信号を前記過熱防止制御ロジック１２０に出力して制御信
号として使用することになる。
【００６１】
　特に、前記ディセーブル端は、チップが過負荷又は過熱される場合、回路の駆動を停止
させるために、前記電源供給端（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）より前に位置し、より早く内部回路
を停止させる機能をする。
【００６２】
　図５は本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターの超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ
）を示す図である。
【００６３】
　図示のように、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターは、回路が正常動作す
るための最小入力電圧（ＶＩＮ、ＭＩＮ）以下の入力（ＶＩＮＰＵＴ）に対し、出力され
る出力電圧（ＶＯＵＴＰＵＴ）が低い場合（Ｖ１、Ｖ２）にも超低電圧降下特性（ＵＬＤ
Ｏ）が動作する。
【００６４】
　このような超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ）は、回路に必要な電源を別に供給するように
構成することにより、変換して伝達しなければならない入出力電力を分離する。したがっ
て、出力電圧の大きさにかかわらず、すべての出力電圧に対して超低電圧降下特性（ＵＬ
ＤＯ）を満足させることになる。
【００６５】
　図６は本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターの一実施例を示す回路ブロック
図である。
【００６６】
　図示のように、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーター１００は、チップ駆動
部１１０、バイアス発生器１１５、過熱防止回路２００、過熱防止制御ロジック１２０、
過電流制限器１３０、低電圧基準電圧発生部３００、フィードバック抵抗４００、エラー
増幅端１５０、ゲートドライブ端１６０、及びパスエレメント１７０で構成される。
【００６７】
　各構成に対する機能を説明すれば次のようである。
【００６８】
　まず、入力される電圧（Ｖｉｎ）は別に前記パスエレメント１７０に直ちに入力される
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ように連結することにより、前記ゲートドライブ端１６０によって制御されて電圧を出力
するように構成する。
【００６９】
　そして、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーター１００の内部各回路を駆動す
るためのバイアス電圧（Ｖｂｉａｓ）は、前記チップ駆動部１１０に入力されるように構
成するとともに、チップ動作のためのイネーブル又はディセーブル信号も前記チップ駆動
部１１０に入力されるように構成する。
【００７０】
　前記チップ駆動部１１０は、チップ動作のための制御信号（ＶＥＮ＿ＢＵＦＦ）とチッ
プ内部の各回路を駆動するための駆動電圧（Ｖｂｉａｓ）をバイアス発生器１１５、過熱
防止回路２００、過電流制限器１３０、低電圧基準電圧発生部３００、エラー増幅端１５
０、及びゲートドライブ端１６０に供給するように構成する。
【００７１】
　また、前記チップ駆動部１１０は、チップのディセーブル信号（ＶＤＩＳ）を過熱防止
制御ロジック１２０に出力するように構成する。
【００７２】
　前記低電圧基準電圧発生部３００は、基準電圧（Ｖｒｅｆ）を出力して前記エラー増幅
端１５０で比較するようにし、前記エラー増幅端１５０は、前記低電圧基準電圧発生部３
００の出力基準電圧（Ｖｒｅｆ）と前記フィードバック抵抗４００からフィードバックさ
れる出力電圧を比較して、誤差発生部分を差動増幅して出力を平滑させ、前記ゲートドラ
イブ端１６０は、前記エラー増幅端１５０の出力信号と本発明による超低電圧降下型電圧
レギュレーター１００の出力電圧（Ｖｏｕｔ）を比較して、前記パスエレメント１７０を
制御する信号を出力するように構成する。
【００７３】
　前記フィードバック抵抗４００の好ましい一実施例は、回路設計上で複数の抵抗の役目
をするように配列された金属配線とトリミングパッド、及び前記トリミングパッドを電気
的に相互に短絡させる複数のヒューズで構成され、出力電圧を分配してフィードバックす
る。この際、前記トリミングパッドは、前記金属配線の各抵抗に並列連結され、選択され
た抵抗を活性化させることにより、前記電圧分配割合を調節するように形成され、複数の
ヒューズは、トリミングパッド及び前記トリミングパッドのうち、隣り合うトリミングパ
ッドを電気的に相互に短絡させるように構成することが好ましい。
【００７４】
　また、前記フィードバック抵抗４００の好ましい他の一実施例は、回路設計上で複数の
一定パターンに配列された金属配線と前記金属配線を相互に連結して活性化するようにし
た導電性金属配線パターンを備えて、トリミングが不要であるように構成することが好ま
しい。これについての詳細な説明は以下の図８で説明する。
【００７５】
　前記過電流制限器１３０は、前記チップ駆動部１１０によって制御され、変換すべき入
力電源（Ｖｉｎ）を受け、通常の回路構成でなるロジックインタフェースを介して、制限
電流を出力するように構成し、前記過熱防止制御ロジック１２０は、前記チップ駆動部１
１０によって制御され、前記過熱防止回路２００の出力信号と前記過電流制限器１３０の
出力信号を受けて、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーター１００の出力電圧（
Ｖｏｕｔ）を制御するゲートドライブ端１６０に信号を出力して制御するように構成する
。
【００７６】
　前記パスエレメント１７０は、変換すべき電源（Ｖｉｎ）を受け、前記ゲートドライブ
端１６０の出力信号によって安定電圧のみを通過させるように制御されるように構成する
。
【００７７】
　図７は本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用される低電圧基準電圧発
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生部の一実施例を示す回路図である。
【００７８】
　図示のように、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用される低電圧基
準電圧発生部３００は、バイアス部３１０、第１電流生成部３２１、第１ＰＭＯＳ増幅部
３３１、第２電流生成部３２２、第２ＰＭＯＳ増幅部３３２、及び差動増幅部３４０で構
成される。
【００７９】
　前記バイアス部３１０は、ＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ１１、Ｍｐ１３）を使用する電
流ミラーとＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ４、Ｍｎ５）を使用する電流ミラーで構成される
。
【００８０】
　この際、前記ＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ１１、Ｍｐ１３）で構成される電流ミラーは
、第１電流生成部３２１、第２電流生成部３２２、及び差動増幅部３４０の出力端３４１
をバイアスし、前記ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ４、Ｍｎ５）で構成される電流ミラーは
、前記差動増幅部３４０の電流ソース（Ｍｎ３）をバイアスする。
【００８１】
　前記第１電流生成部３２１は、抵抗Ｒ２とバイポーラートランジスタ（Ｑ１）及び前記
バイアス部３１０と電流ミラーを成すＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ１５）で構成され、前
記バイアス部３１０によって、電圧ＶＡをＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ１５）のゲートに
受け、抵抗Ｒ２とバイポーラートランジスタ（Ｑ１）でベース－エミッター電圧に比例す
る電流を生成する。
【００８２】
　前記第２電流生成部３２２は、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ０及びトランジスタ（Ｑ０）及び前記
バイアス部３１０と電流ミラーを成すＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ１０）で構成され、前
記第２電流生成部３２２は、前記バイアス部３１０によって、電圧ＶＡをＰＭＯＳトラン
ジスタ（Ｍｐ１０）のゲートに受け、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ０及びトランジスタ（Ｑ０）で熱
電圧に比例する電流を生成する。
【００８３】
　以上において、電流生成に対する動作は従来の低電圧基準電圧発生器と類似している。
【００８４】
　前記第１ＰＭＯＳ増幅部３３１は、ＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ８）とゲート端を接地
して能動負荷で構成されるＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ６）で構成され、前記第２ＰＭＯ
Ｓ増幅部３３２は、ＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ７）とゲート端を接地して能動負荷で構
成されるＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ５）で構成される。
【００８５】
　前記差動増幅部３４０は、ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ１、Ｍｎ２）で構成される差動
増幅入力端と、前記差動増幅入力端のＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ１、Ｍｎ２）を駆動す
るために、前記差動増幅入力端のソース端に前記バイアス部３１０からのバイアス電圧を
受けて静電流を発生するＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ３）で構成される電流ソースと、前
記差動増幅入力端のＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ１、以下、‘第２ＮＭＯＳトランジスタ
’と言う）のドレイン端にＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ１、Ｍｐ２）をカスコード（ｃａ
ｓｃｏｄｅ）で連結して、前記バイアス部３１０からバイアス電圧を受ける能動負荷と、
及び前記差動増幅入力端のＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ２、以下、‘第１ＮＭＯＳトラン
ジスタ’と言う）のドレイン端とＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ３、Ｍｐ４）の間に連結し
て、前記バイアス部３１０から電流ミラー（Ｍｐ１９）によってバイアスされ、基準電圧
（Ｖｒｅｆ）を出力する出力端３４１とから構成される。
【００８６】
　ここで、前記第１電流生成部３２１及び第２電流生成部３２２で生成した電流による電
圧は非常に低いため、前記差動増幅入力端の第１及び第２ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ１
、Ｍｎ２）を駆動することができない。したがって、前記差動増幅入力端の第１及び第２
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ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ１、Ｍｎ２）を駆動するためのゲート電圧（Ｖ１、Ｖ２）を
高めるために、低入力電圧の場合に駆動するＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ７、Ｍｐ８）を
利用して前記第１ＰＭＯＳ増幅部３３１及び第２ＰＭＯＳ増幅部３３２を構成することに
なる。
【００８７】
　また、前記差動増幅入力端の第２ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍｎ１）のドレイン端に位置
する能動負荷であるＰＭＯＳトランジスタ（Ｍｐ１、Ｍｐ２）をカスコード（ｃａｓｃｏ
ｄｅ）で連結して構成する。
【００８８】
　これは、実際の回路具現において、ショートチャンネル（ｓｈｏｒｔ ｃｈａｎｎｅｌ
）構成による同一サイズ割合（Ｗ／Ｌ、Ａｓｐｅｃｔ Ｒａｔｉｏ）で、電源電圧によっ
てチャンネル長変調（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｌｅｎｇｔｈ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）効果が大き
くなって電流が増加することにより電流安定度が低くなることを解決するためのものであ
る。
【００８９】
　図８ａ～図８ｅは本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるフィー
ドバック抵抗の好ましい一実施例であって、トリミングが不要なフィードバック抵抗（以
下、‘トリミングフリーフィードバック抵抗’という）の構成を示す図である。
【００９０】
　図示のように、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるトリミン
グフリーフィードバック抵抗４００は、回路具現上で複数の一定パターンに配列されるよ
うに構成した金属配線４０２と前記金属配線４０２を相互に連結して電気的に活性化する
ようにした導電性金属配線パターン４０４で構成する。
【００９１】
　すなわち、図８ａは前記出力電圧を分配してフィードバックするフィードバック抵抗４
００をトリミングが不要なトリミングフリーフィードバック抵抗４００で構成することを
示す簡単な例であって、前記トリミングフリーフィードバック抵抗４００の構成の一実施
例として第１～第９抵抗（Ｒ１～Ｒ９）を配列したものである。
【００９２】
　前記第１～第９抵抗（Ｒ１～Ｒ９）は、前記金属配線パターン４０４の形状によって前
記第１～第４抵抗（Ｒ１～Ｒ９）の一部又は全部が活性化することができる。
【００９３】
　また、前記第１～第９抵抗（Ｒ１～Ｒ９）だけで記載したが、実際の素子上では、一般
的に電圧レギュレーターの出力電圧の範囲（一例として、５Ｖ）内のすべての抵抗値を有
するように、これより多数の抵抗で構成することができることは明らかである。
【００９４】
　図８ａにおいて、金属配線４０２で配列された抵抗のうち、活性化した抵抗４０５は、
前記第１抵抗（Ｒ１）と、前記並列連結された第４～第６抵抗（Ｒ４～Ｒ６）と、第８抵
抗（Ｒ８）の和、すなわち、ＲＴ＝Ｒ１＋（Ｒ４｜｜Ｒ５｜｜Ｒ６）＋Ｒ８と同一である
。
【００９５】
　この際、金属配線パターン４０４は、パスエレメント１７０のドレイン端と第１抵抗（
Ｒ１）を連結し、前記第１抵抗（Ｒ１）と前記第４～第６抵抗（Ｒ４～Ｒ６）を連結し、
前記第４～第６抵抗（Ｒ４～Ｒ６）と前記第８抵抗（Ｒ８）を連結し、前記第８抵抗（Ｒ

８）を接地に連結されたフィードバック抵抗（図示せず）と電気的に連結するように形成
することが好ましい。
【００９６】
　図８ｂ～図８ｅは本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるフィー
ドバック抵抗４００の実施例であって、金属配線パターン４０４を利用して金属配線４０
２を選択的に連結した実施例を示す図である。
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【００９７】
　図示のように、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるトリミン
グフリーフィードバック抵抗４００は、トリミング工程が不要なもので、規則的に配列さ
れた多数の金属配線４０２と、超低電圧降下型電圧レギュレーター１００の出力電圧に合
う抵抗を構成するために、前記金属配線４０２を選択して連結する金属配線パターン４０
４とによって決定される。
【００９８】
　そして、実際の回路具現においては、前記金属配線４０２とパスエレメント１７０はコ
ンタクト４０３によって連結されるように構成することが好ましい。
【００９９】
　図９は本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用される過熱防止回路の一
実施例を示す回路図である。
【０１００】
　図示のように、本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーター１００に使用される過
熱防止回路２００は、バイアス回路２１０、電流生成部２２０、過熱感知部２３０、出力
部２４０、トリガー信号発生部２５０、電流増幅部２６０、及び出力制御用インバーター
２５１を含んで構成されるものであって、以下に過熱防止回路を成す各構成素子間の動作
機能を詳細に説明する。
【０１０１】
　まず、バイアス回路２１０はバイアス電圧を、ＰＭＯＳトランジスタ（ＭＰ２３）を介
して受け、電流生成部２２０のＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ４５、Ｍ４７）と出力部２４０
のＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ５３、Ｍ５２）にそれぞれ駆動電圧（ＶＡ、ＶＢ）を供給す
る。
【０１０２】
　したがって、前記電流生成部２２０のＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ４５、Ｍ４７）によっ
てＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４３）のドレインでは一定電流（Ｉ１）が発生し、前記過熱
感知部２３０のバイアス抵抗２３１に固定電圧を有することになる。この際、固定しよう
とする電圧の大きさは、バイアス回路２１０から供給する駆動電圧（ＶＡ、ＶＢ）に調整
することができるのは明らかである。
【０１０３】
　定常状態では、前記過熱感知部２３０のバイアス抵抗２３１の両端とエミッター及びベ
ース端子が連結されて、駆動電圧（ＶＢＥ）の固定された過熱感知トランジスタ２３２は
動作しなく、前記電流生成部２２０のＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４３）と連結されて第１
電流ミラーを成すＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４２）のドレイン端で生成された出力電流（
Ｉ２）と前記バイアス回路２１０から入力される駆動電圧（ＶＡ、ＶＢ）によって決定さ
れ、ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ５３）のドレイン端にかかる電圧（Ｖｏｕｔ）、すなわち
、出力部２４０の出力信号はローレベルの電圧（Ｖｏｕｔ）である過熱防止信号を前記ト
リガー信号発生部２５０に出力する。
【０１０４】
　前記ローレベルの過熱防止信号（Ｖｏｕｔ）は、一般的なＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ５
５、Ｍ５６、Ｍ５８、Ｍ５９、Ｍ６０）とＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ６６、Ｍ６７、Ｍ６
８、Ｍ６９、Ｍ７０）で構成されるシュミットトリガー回路で構成されるトリガー信号発
生部２５０でハイレベルのトリガーバイアス信号（Ｔｏｕｔ）になり、前記電流増幅部２
６０のＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４９）にフィードバックされ、前記フィードバックされ
たトリガーバイアス信号（Ｔｏｕｔ）は、前記電流生成部２２０のＰＭＯＳトランジスタ
（Ｍ４３）と連結されて第２電流ミラーを成すＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４８）のドレイ
ン端で生成された出力電流（Ｉ３）を制御することになる。すなわち、遮断する。
【０１０５】
　また、前記ローレベルの過熱防止信号（Ｖｏｕｔ）は、前記トリガー信号発生部２５０
を介してハイレベルのトリガーバイアス信号（Ｔｏｕｔ）のような信号を出力制御信号（
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Ｔｏｕｔ）にして出力することになり、この出力制御信号（Ｔｏｕｔ）は電圧レギュレー
ターが正常動作する。
【０１０６】
　この際、前記出力制御信号（Ｔｏｕｔ）は、電圧レギュレーターに使用されるパワート
ランジスタの種類と過熱防止制御ロジックの動作形態によって変わることができるので、
過熱防止回路は、前記出力制御信号（Ｔｏｕｔ）を決定するようにＰＭＯＳトランジスタ
（Ｍ５７）とＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ７１）を使用して構成した出力制御用インバータ
ー２５１をさらに含んで構成することにより、前記出力制御信号（Ｔｏｕｔ）を出力する
。
【０１０７】
　ついで、温度が上昇して過熱した状態では、前記過熱感知部２２０の駆動電圧（ＶＢＥ

）が固定された過熱感知トランジスタ２３２が動作して電流（ＩＣＥ）が流れるようにす
る。これは、ＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４３）のドレインに流れる電流（Ｉ１）が前記電
流（ＩＣＥ）の分だけ増加したものになる。
【０１０８】
　これも、前記電流生成部２２０のＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４３）に連結されて第１電
流ミラーを成すＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４２）のドレイン端で生成された出力電流（Ｉ

２）が増加する。
【０１０９】
　また、駆動電圧（ＶＡ、ＶＢ）が一定であるから、前記出力部２４０のＮＭＯＳトラン
ジスタ（Ｍ５２、Ｍ５３）に対する抵抗が一定に維持されるので、オームの法則によれば
、前記第１電流ミラーを成すＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４２）のドレイン端に生成された
出力電流（Ｉ２）の増加によって前記出力部２４０のＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ４５）ド
レイン端にかかる電圧（Ｖｏｕｔ）が増加する結果をもたらす。
【０１１０】
　すなわち、出力部２４０の出力信号がハイレベルの電圧（Ｖ）になって、前記トリガー
信号発生部２５０に過熱防止信号として出力する。
【０１１１】
　前記ハイレベルの過熱防止信号（Ｖｏｕｔ）は、一般的なＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ５
５、Ｍ５６、Ｍ５８、Ｍ５９、Ｍ６０）とＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ６６、Ｍ６７、Ｍ６
８、Ｍ６９、Ｍ７０）で構成されるシュミットトリガー回路で構成されるトリガー信号発
生部２５０でローレベルのトリガーバイアス信号（Ｔｏｕｔ）になって前記電流増幅部２
６０のＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４９）にフィードバックされ、前記フィードバックされ
たトリガーバイアス信号（Ｔｏｕｔ）は、前記電流生成部２２０のＰＭＯＳトランジスタ
（Ｍ４３）に連結されて第２電流ミラーを成すＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４８）のドレイ
ン端で生成された出力電流（Ｉ３）を制御して流れるようにする。
【０１１２】
　このようなＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ４８）のドレイン端で生成された出力電流（Ｉ３

）は、過熱感知部２３０に流れる電流（Ｉ１）と合わせられて入力されることにより、も
っと多い電流が流入されるようにして、電圧レギュレーターを停止（ｓｈｕｔｄｏｗｎ）
させるに当たり、過熱感知トランジスタ２３２の動作が一層早くてはっきりと動作する機
能をする。
【０１１３】
　また、前記ハイレベルの過熱防止信号（Ｖｏｕｔ）は、前記トリガー信号発生部２５０
を介してローレベルのトリガーバイアス信号（Ｔｏｕｔ）のような信号を出力制御信号（
Ｔｏｕｔ）にして出力することになり、この出力制御信号（Ｔｏｕｔ）は、電圧レギュレ
ーターが停止（ｓｈｕｔｄｏｗｎ）されるようにして、過熱を防止する。
【０１１４】
　この際、前記出力制御信号（Ｔｏｕｔ）は電圧レギュレーターに使用されるパワートラ
ンジスタの種類と過熱防止制御ロジックの動作形態によって変わらなければならないので
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、前記出力制御信号（Ｔｏｕｔ）を決定するＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ５７）とＮＭＯＳ
トランジスタ（Ｍ７１）でなる出力制御用インバーター２５１を介して出力される。
【０１１５】
　以上説明した本発明は、発明が属する技術分野の通常の知識を持った者によって、本発
明の技術的思想を逸脱しない範囲内で多様に置換、変形及び変更が可能であるので、前述
した実施例及び添付図面に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　本発明は、内部回路の動作電源を別に供給し、チップ動作のために動作電源を制御する
ことで、消耗待機電力を減少させるとともに、チップの大きさを最小化するように設計し
、チップの過負荷又は過電圧に一層早く反応するようにし、安定的で確かに中止させるよ
うに設計し、低電圧出力でも超低電圧降下特性を有する超低電圧降下型電圧レギュレータ
ーに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】従来の低電圧出力電圧レギュレーターのブロック図である。
【図２】従来の低電圧出力電圧レギュレーターにおいて超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ）を
示す図である。
【図３】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターの概略的な構成ブロック図であ
る。
【図４】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるチップ駆動及び電
源供給をするチップ駆動部の一実施例を示す回路図である。
【図５】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターの超低電圧降下特性（ＵＬＤＯ
）を示す図である。
【図６】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターの一実施例を示す回路ブロック
図である。
【図７】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用される低電圧基準電圧発
生部の一実施例を示す回路図である。
【図８Ａ】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるフィードバック
抵抗の好ましい一実施例であって、トリミングが不要なフィードバック抵抗の構成を示す
図である。
【図８Ｂ】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるフィードバック
抵抗の好ましい一実施例であって、トリミングが不要なフィードバック抵抗の構成を示す
図である。
【図８Ｃ】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるフィードバック
抵抗の好ましい一実施例であって、トリミングが不要なフィードバック抵抗の構成を示す
図である。
【図８Ｄ】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるフィードバック
抵抗の好ましい一実施例であって、トリミングが不要なフィードバック抵抗の構成を示す
図である。
【図８Ｅ】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用されるフィードバック
抵抗の好ましい一実施例であって、トリミングが不要なフィードバック抵抗の構成を示す
図である。
【図９】本発明による超低電圧降下型電圧レギュレーターに使用される過熱防止回路の一
実施例を示す回路図である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１００　　電圧レギュレーター
　１１０　　チップ駆動部
　１２０　　過熱防止制御ロジック
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　１３０　　過電流制限器
　１５０　　エラー増幅端
　１６０　　ゲートドライブ端
　１７０　　パスエレメント
　２００　　過熱防止回路
　２３０　　過熱感知部
　２５０　　トリガー信号発生部
　２６０　　電流増幅部
　３００　　低電圧基準電圧発生部
　３３１　　第１ＰＭＯＳ増幅部
　３３２　　第２ＰＭＯＳ増幅部
　４００　　フィードバック抵抗、トリミングフリーフィードバック抵抗
　４０２　　金属配線
　４０４　　金属配線パターン

【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図８Ａ】
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【図７】

【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図８Ｅ】
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